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绝缘栅双极晶体管(IGBT)缓冲电路
张三，李四
( 北京无线电测量研究所，北京 100039 )
摘  要：绝缘栅双极晶体管(IGBT)作为第三代电力电子器件的佼佼者。。。
关键词：绝缘栅双极晶体管(IGBT)；缓冲电路
Insulated Gate Bipolar Transistor Buffer Circuit
LU Yong-liang, FAN Wen-jun
( Beijing Institute of Radio Measurement, Beijing 100039, China )
Abstract: As the third generation leader in power electronic devices…
Key words: insulated gate bipolar transistor; buffer circuit
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0  引 言
绝缘栅双极晶体管IGBT是第三代电力电子器件，工作安全。。。。。
1  缓冲电路概述
2  缓冲电路的选择和参数计算
2.1  缓冲电路的类型

2.2  缓冲电路参数计算

2.2.1  缓冲电容Cs的计算

4  结束语

缓冲电路的设计需要在理论计算和分析的基础上，掌握缓冲电路参数的变化趋势，通过现场调试和波形测试而最终确定缓冲电路的参数。。。
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正文结构分为引言、各章节及结束语（结论、仿真结果）等。公式、图形、表格需要编序。
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